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본  iCVD 공   연막  에  것 , 본 에  iCVD 공   연막 

 , 막트 지  상에 연막  는 에 어 , 상  막트 지  상에 주

열에  개시  열 여 리 칼(free radical)  는 단계; 상  리 칼  여 단량

체  시킴  상  단량체  연쇄  시  고  폴리  는 단계;  상  막트

지  상에 상  고  폴리 가 착 어 고  연막  는 단계  포 다.

본 에  PECVD 공  또는 CVD 공 에  는 연막   폭   단  iCVD 공  통  

  ,  공 보다 균  착  가능 고, 다  께에 도 매우 낮  누   보여 

연 에 통    특  우      과가 다. 또 , 매, 특  

매  사 지 고 상 건에  단량체  개시  는 고  연막  착시킬  어, 매  

 착 매체  상  지   는 과가 다.

  도 - 도2
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특허청  

청  1 

막트 지  상에 연막  는 에 어 ,

상  막트 지  상에 주  열에  개시  열 여 리 칼(free radical)  는

단계;

상  리 칼  여 단량체  시킴  상  단량체  연쇄  시  고  폴리

는 단계; 

상  막트 지  상에 상  고  폴리 가 착 어 고  연막  는 단계  포 ,

상  리 칼  단계에  열 주   또는 승  단량체  개시 가 재 는 진공 챔  경에

 실시 고,

상  폴리 는 poly(cyclosiloxane), poly(FMA), poly(IBA), poly(EGDMA), poly(V3D3)  어느 나 , 상

폴리 가  poly(cyclosiloxane)  경우,  연막  공  건    비 (단량체:  개시 )

2.0~3.0:0.5~1.5 고, 공   250~350mTorr 고, 트  도는 200~300℃ 고, 리  냉

각 도는 100℃ , 공  시간  1~3㎚/min  iCVD 공   연막  .

청  2 

삭

청  3 

삭

청  4 

삭

  

   

본  iCVD 공   연막  에  것 , 욱 상 게는  상 착(initiated[0001]

chemical vapor deposition)  여 연막  는 iCVD 공   연막  에 

것 다.

 경  

통상  막트 지 에 는 연막  는  크게 상 공 과 상 공  나뉜다.[0002]

상 공 에는  (spin coating),  (dip coating), 립 막 (self-assembled monolayer,

SAM) 등  는   들  연막   매    다. 지만 매  는 과 에

매   막트 지   극 나  상  는 경우가 생 다. 뿐만 니  매

거    어닐링(annealing) 는 단계  는 ,  과  시간   걸릴 뿐만 니  어

닐링 도   는 결과  도 다. 

여 , 막트 지 (thin film transistor: TFT)     치(LCD)나 계  [0003]

치(ELD:  electroluminescence  display device) 등  평   치에  각  동  어 는

칭   각  동  사 고 다.  에도 막 트 지 는 마트 카드(smart card)

또는 리 태그(inventory tag)  틱 칩에 그  상 고 다.

러  막 트 지 는 고 도   도   역  드  역과 상   역  사 에 [0004]

 채  역  갖는 도체층  가지 , 상  도체층과 연 어 상  채  역에 는 역에 치
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는 게 트 극과, 상   역  드  역에 각각 는  극  드  극  포 다.

막 트 지  채 층  에는 실리 (Si)과 같  도체 질   사 어 나, [0005]

근  , 가격   연   고가격, 고 진공   는 계 질

에  계 도체 질  뀌어 가고 다.  근 막  도체층  사 는  막 트 지

(organic thin film transistor: OTFT)에  연 가  진 고 다.

편,  공개특허 2006-0019868 에는   실 산 체   연막  에  [0006]

 재 어  다.  도  1  참 ,    실 산  체  과  막   개량 (film  property

modifier)    상  착 ,  특  PECVD   사 여  웨 에  착   

다. 욱 , 특   가지는 , 특 ,  가지  실리  태가  내에 포    실

산  착 여  PECVD  웨 에 착  결과 탄 계 , 경도 등  계   우

뿐 니 , 열   균열  등도 뛰어나  다마 (dual damascene) 리 커 트들   도

체 층간 연막과 도체    보 막  포 는 연막  공    견 고 본 

 게 었다.

지만,  PECVD  통  연막  , PECVD나 CVD  같  상 공 도 공  도가[0007]

300~600℃  매우  에 상 공 에  마찬가지   상 는 경우가 주 생 다.

욱 , 상 공  주  고 과 진공   에 에 지 측  상 지 못  공  평가 는 

 었다. 

욱 , 도 에는 도시 지 지만, 나 PECVD 등에   는 균 (uniform) 도[0008]

 께  연막   개 는 것  매우 난   었다. 는,   만든 폴리

연체  께가 보통 450~600㎚ 도 , 상  께  100㎚     시   상당

 낮 지는  게 다.

헌

특허 헌

(특허 헌 0001) KR 2006-0019868 A [0009]

 내

결 는 과

본   PECVD 공  또는 CVD 공 에  는 연막   폭   단  iCVD 공  통[0010]

  ,  공 보다 균  착  가능 고, 다  께에 도 매우 낮  누   보여

 연 에 통    특  우      iCVD 공   연막 

  공 는 것   다.

과  결 단

상   달  여 본 에  iCVD 공   연막  , 막트 지  상[0011]

에 연막  는 에 어 , 상  막트 지  상에 주  열에  개시  열 여 

리 칼(free radical)  는 단계; 상  리 칼  여 단량체  시킴  상  단량

체  연쇄  시  고  폴리  는 단계;  상  막트 지  상에 상  고  폴리

가 착 어 고  연막  는 단계  포 는 iCVD 공   연막   통  달

다.

또 ,  상  폴리 는  poly(cyclosiloxane),  poly(perfluorodecylacrylate),  poly(FMA),  poly(IBA),[0012]

poly(EGDMA), poly(V3D3), poly(PFDA)  poly(V3D3-PFDA copolymer)  어느 나가   다.

또 , 상  폴리 가 poly(cyclosiloxane)  경우, 연막 공  건    비 (단량체: 개시 )[0013]

2.0~3.0:0.5~1.5 고, 공   250~350mTorr 고, 트  도는 200~300℃ 고, 리  냉
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각 도는 100℃ , 공  시간  1~3㎚/min   다.

또 , 상  폴리 가 poly(perfluorodecylacrylate)  경우, 연막 공  건    비 (단량체: 개[0014]

시 )  0.5~1.5:0.5~1.5 고, 공   50~150mTorr 고, 트  도는 150~250℃ 고, 리

 냉각 도는 100℃ , 공  시간  50~150㎚/min   다.

 과

본 에  PECVD 공  또는 CVD 공 에  는 연막   폭   단  iCVD 공  통[0015]

  ,  공 보다 균  착  가능 고, 다  께에 도 매우 낮  누   보여

 연 에 통    특  우      과가 다.

또 , 본 , 매, 특   매  사 지 고 상 건에  단량체  개시  는 고  [0016]

연막  착시킬  어, 매   착 매체  상  지   는 과가 다.

도  간단  

도 1  에    실 산 체  여 연막  는 치  개략도 다.[0017]

도 2는 본  실시 에  iCVD 공   연막   공 도 다.

도 3  본  실시 에  iCVD 공   연막   통   연막에  폴리  

질  poly(perfluorodecylacrylate), poly(cyclotrisiloxane)  께  누   상  계  나타낸 그

다.

도 4는 본  실시 에  iCVD 공   연막   통   연막에  폴리  

질  poly(perfluorodecylacrylate), poly(cyclotrisiloxane)   량과 주  역과  상  계  나

타낸 그 다.

도 5는 본  실시 에  iCVD 공   연막  에   연막  여 

러린(fullerene) 막 트 지  는 공 도 다.

도 6  본  실시 에  iCVD 공   연막   통   연막  통  

는 러린(fullerene) 막 트 지 에  Transfer curve  Output curve  통  트 지  능  나타

내는 그 다. 

 실시   체  내

본   청 에 사  어나 단어는 가 그 신   가     [0018]

 어  개  게   다는 원칙에 각 여 본   사상에 는 미  개

 어 만 다.

, 첨  도  참 여 본  실시  상   다. 그러나, 본  에  개[0019]

시 는 실시 에 는 것  니   다  다  태   것 , 단지 본 실시 들  본 

 개시가 도  , 통상  지식  가진 에게  주  게 주   공 는 것

다. 

우 , 본  iCVD 공   연막   는 연막   개시  는 [0020]

상 착 (initiated chemical vapor deposition, iCVD,  'iCVD'  )  상 공 과는 달리, iCVD 공

에 는 매가  사 지 는다.  같  특징    어닐링 단계가 지 , 매

   상도   다.

또 , iCVD 공  상 공 과는 달리, iCVD 공  공  도가 상  매우 낮다 (  도 10~50도 [0021]

, 트 도 150~250도 ). 또 , 공  도 0.1~0.5Torr   CVD 공 에 비   편

 고진공  사   지 는다. 뿐만 니  단량체(monomer)  가열 는 도도 100℃ 

낮  에, 체  공 에  많  에 지  지 는다. 게 iCVD 공  체가 매우 낮  도

에  공  가능 고, 에   지 는 공  에 공  진 시 주  사  없다고  
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다.

욱 , iCVD는 비닐   여 폴리 (Polymer)  착 는 공  에 본  비닐 [0022]

가진 단량체는   가능 다. iCVD  착 가능  폴리  는 크게 다 과 같다. 여 , 1  

규  폴리 (Organosilicon polymer) 고, 2는  폴리 (Superhydrophobic polymer) 고, 3  친

 폴리 (Hydrophilic polymer) , 4는  폴리 (Hydrophobic polymer) 다.

 1

[0023]

 2

[0024]

 3

[0025]
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 4

[0026]

도 2는 본  실시 에  iCVD 공   연막   공 도 다.[0027]

도 2에  볼  듯 , 본  실시 에  iCVD 공   연막   단량체  개시[0028]

공 단계(S200), 열 주  단계(S210), 리 칼  단계(S220), 고   단계(S230)  고  연

막  단계(S240)  포 다.

단량체  개시  공 단계(S200)는 막트 지 (Organic Thin Film Transistors: oTFTs)  상에[0029]

단량체  개시  공 는 단계 , 본  실시 들에  사 는‘단량체(monomer)’   고  

막( 연막)   사   는 단 체  미 고, 지막     , 산  과

차단   는 질  가진 , 에 지 는다. 욱 ,‘단량체’는  상 착 에  

 가지 , 개시 에    는 질 , 감   승  상태에    , 나 상

 비닐  가지고 에틸 , 에티닐 , , 릴 , 틸   닐  치  가지는 것  특징

다.

본  실시 들에  사 는‘개시 (initiator)'  본  공 에  단량체들  고   [0030]

도  첫   도 는 질 다. 개시 는 단량체가 열 는 도보다 낮  도에  열

어 리 칼(free radical)    는 질  직 다. 특 ,‘개시 ’는 에  열  공

에  어 리 칼(free radical)  는 질  단량체  시킬  는 질  특

별  지 는다. , 본  실시 들에  사   는 개시 는 열 개시 (thermal initiator)

또는 UV 개시  등    , 특 , 사 드(peroxide radical)  열 개시 가 사 다.

여 , 본 에  사 는 막트 지 는 채 층  질(실리 )층 신  도체층  사[0031]

 막 트 지 , 체 는 실리    트 지  큰 차 가 없다. 게 트에  가

게  연막 에 가 지 고, 도체에 ( 계)  걸리므  계 과 트 지  역

게 다.   동  원리는 게 트에 가 진 에  연막  가 없는 공 층(depletion

layer) 또는 가  층(accumulation layer)  어  드  극 사 에 는  

어 다.  량  비   비 고 , 컴퓨  니  같  에   역  다.

열 주  단계(S210)는 리 칼(free radical)    개시  열 도  열  공 는 단계[0032]

다. 여 , 상  열 주  단계(S210)에  공 는 열  본  는 에 통상  지식  가진 (

 '당업 ')가 상 건에  공   는 통상   공 는 열  지 는다. 직 게

본  열 공  트  통  루어질  , 공 는 열  는 200℃ 내지 300℃   다.

본  실시 에 는  또는 승  단량체  개시 가 재 는 진공 챔  경에  도  가열

 트에  열  공  막트 지  상에  고  연막  시 다.

리  칼   단계(S220)는  상  열  주  단계(S210)  통  개시  열 여  리  칼(free[0033]
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radical)  는 단계 다.

고   단계(S230)는 리 칼  단계(S220)  후에 개시  열 에  리 칼  [0034]

, 상  리 칼  여 단량체  시킴  상  단량체  연쇄  시  고  폴리

 는 단계 다.

고  연막  단계(S240)는 막트 지  상에  트에  열  공  고[0035]

폴리 가 착 어 고  연막  는 단계 다. , 상  고  연막  단계(S240)는 개시

열 에  리 칼   리 칼  단량체  시  후 주변 단량체들   도

게 고,   계 어  고  연막  게 다.

iCVD  착 가능  폴리  는 상  1 내지 4에 재  에   가능 다. 편, 본 실[0036]

시 에  폴리  질  poly(cyclosiloxane: 사 클 실 산) 또는 poly(perfluorodecylacrylate: 루

틸  타크릴 트)  등  는  것  시 ,   에도  poly(FMA),  poly(IBA),  poly(EGDMA),

poly(V3D3), poly(PFDA)  poly(V3D3-PFDA copolymer)  어느 나가  도 다.

, 상  연막  10㎚  께  는 것  직 , 에 지 고 께  1um 상 껍[0037]

게 거나, 10㎚  게   다.

편, 연막  연체 특  폴리  께, 연체   등  결  다.(C=kA/d, C(Capacitance)는[0038]

 량, A는 연체  , d는 연체  께, k는 연체  ) ,  량 C는 값  클  

 우  것 , 연체  특  가 난  상   ,  는  께  폴

리   난  에 iCVD  께  게 만들어주어  량  우 게 는 것 다.

,  량에  k값  크다고 도 d값  크다  C  값  지게 니 우  연체   들지만, k[0039]

값  도 d값  다  C  값  지가  에 우  연체 고   다. 런 결과  감 여

iCVD  께가  연막  다 , 보통 폴리  k값  2.5~3.5 사   감    량

값 C 가 폭 가 게 다.

편, 상  연막   주  특 는  5  같다.[0040]

 5

[0041]

본 에  iCVD 공   연막  에  는 연막  공  건  폴리  질[0042]

poly(cyclosiloxane) 또는 poly(perfluorodecylacrylate)  경우 다 게 실시 다.

우 , 상  폴리  질  poly(cyclosiloxane)  경우, 연막 공  건    비 (단량체: 개시[0043]

)  2.0~3.0:0.5~1.5 고, 공   250~350mTorr 고, 트  도는 200~300℃ 고, 리 

냉각 도는 100℃ 고, 공  시간  1~3㎚/min , 직 게는   비 (단량체: 개시 )

2.5:1 고, 공   300mTorr 고, 트  도는 250℃ 고, 리  냉각 도는 50℃ ,

공  시간  2㎚/min 다.

또 ,  상  폴리  질  poly(perfluorodecylacrylate)  경우,  연막  공  건   [0044]

비 (단량체: 개시 )  0.5~1.5:0.5~1.5 고, 공   50~150mTorr 고, 트  도는 150~250

℃ 고, 리  냉각 도는 100℃ 고, 공  시간  50~150㎚/min , 직 게는   비
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(단량체: 개시 )  1:1 고, 공   100mTorr 고, 트  도는 200℃ 고, 리  냉각

도는 40℃ , 공  시간  100㎚/min 다.

욱 ,  도  3에  도시  그  보 ,  연막  폴리  질  poly(perfluorodecylacrylate)[0045]

poly(cyclotrisiloxane)  경우, 다  께에 도 1MV/cm에  10
-8
A/cm

2
 매우 낮  누   보 다.

특 , poly(perfluorodecylacrylate)  경우 25㎚   막 께에 도 100㎚에  누   같  

 누  값  가진다.

그리고  도  4에  도시  그  보 ,  낮  누   보  poly(perfluorodecylacrylate)[0046]

poly(cyclotrisiloxane)   량  측  보 ,  폴리  질  1MHz   주  역에 도 매우

  특  보 고, poly(perfluorodecylacrylate)는 100kHz에  35nF/cm
2

  량  고,

poly(cyclotrisiloxane)  100kHz에  45nF/cm
2

  량     다. 

 여  상  k  계산  poly(perfluorodecylacrylate)는 3.95, poly(cyclotrisiloxane)  5[0047]

  상  가집니다. 폴리  연막  많  쓰 는 poly(methyl methacrylate)  polystyrene  

 상 가 3  것  고  , iCVD  착  폴리  연막  상   우    다.

게, 본 에  같  iCVD   다  에 상 없  폴리  착    에 [0048]

재질에   지 게 다. 또 , 도체(semiconductor) 에 폴리  연막  층시  는 탑

게 트(top gate)   에 훨  다. 여 , 트 지     게 트 

극  치에  탑 게 트   게 트(bottom gate)   가지  는 ,  가

  게 트 가 많  사 다. 다시 말 , iCVD  여 폴리  연막  는 경우, 

(Bottom emission) 도체에  게 트  누   결   므  탑 게 트  도

 는  다.

편,  본 에   가능  폴리 는 poly(perfluorodecylacrylate)  poly(cyclotrisiloxane)  것[0049]

나,   에  poly(FMA),  poly(IBA),  poly(EGDMA),  poly(V3D3),  poly(PFDA)   poly(V3D3-PFDA

copolymer)  어느 나가 체   다.

6  7  본 에   가능  폴리  poly(FMA), poly(IBA), poly(EGDMA), poly(V3D3), poly(PFDA)[0050]

 poly(V3D3-PFDA copolymer)에   에   동 특 (J-E)  iCVD 고   

태들에  다. , RMS(Root Mean Square) roughness는 평 근 승 거칠  나타낸다.
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[0051]
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[0052]

<실시  1>[0053]

도 5에는 본  실시 에  iCVD 공   연막  에   연막  여[0054]

러린(fullerene) 막 트 지  는 공 도가 도시 어 , 도 6에는 본  실시 에 

 iCVD 공   연막   통   연막  는 러린(fullerene) 막 트 지

에  Transfer curve  Output curve  통  트 지  능  나타내는 그 가 도시 어 다.

들 도 에 , 본  iCVD 공   연막   통 film transistor: 100)는 리 [0055]

(110),  Al( 루미늄)  극(120),  연막(130),  러린층(140)   Al  (150)  드  극(152)

포 다.

리 (110)  그 에 Al 게 트 극(120)  열 착에  다.[0056]

연막(130)  Al 게 트 극(120)  열 착   iCVD  여 어 ,   [0057]

과 같  단량체  개시  공 단계, 열 주  단계, 리 칼  단계, 고   단계  고

연막  단계  포 ,  과 동 므  상   생략 다.

러린층(fullerene layer: 140)  연막(130) 상에 착  층 고, Al (150)  드  극(152)  상[0058]

러린층(140) 상에 열 착 다.

여 , - 특  보는  게 트   게 고 시키고 드 에 걸리는  변[0059]

시킨 후 -드  사   측 는 (Output Curve)과, 드   고 시키고 게 트  

 변 시킨 후 -드  사   측 는 (Transfer Curve)  가지가 다.

컨 , 상  연막(130)에  폴리  질  poly(cyclosiloxane) , 연막 께가 10㎚ , , 7.1㎚[0060]

 경우   들어 , 도 6(a)에 도시   같  iCVD 공 에  연막   러린 막 트

지 (100)는 Transfer curve에    는  능   비(on-off ratio),  동도

(electron  mobility),  (threshold  voltage)  등  는   비는  106,   동도는

1.22cm2/Vs,  0.3V 다.

도 6(b)에  같  Output curve에 는 에 는  뀌는 것에   동  얼마나  루[0061]

어지는지    는 ,  0.3V  변 에   내   그에 비 여 가 다. ,
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iCVD  여 만든 연막(130)   내에  그 역  고    ,  통  

  특  우      결과  도   다.

욱 , 상  러린 막 트 지    연막(130)  폴리  질  poly(cyclosiloxane) ,[0062]

연막 께가 10㎚  경우, 리 (110) 상에 폴리  poly(cyclotrisiloxane)  iCVD  여

10nm  연막(130)  다 그 에 도체  러린(fullerene)  착 고, 다시 그 에 Al 

(150)  드  극(152)   막 트 지  다.

상과 같  본  비   실시  도 에  었 나, 본  상  실시 에 는[0063]

것  니 , 본  는 에  통상  지식  가진  러  재  다    변

가능 다.

그러므 , 본  는  실시 에 어 는 니 , 후 는 특허청 뿐 니[0064]

 특허청  균등  것들에   다.

 

100: 러린 막 트 지[0065]

110: 리 

120: Al 극

130: 연막

140: 러린층

150: Al 

152: 드  극

도

도 1
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도 2

도 3

도 4
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도 5

도 6
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